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Neste trabalho é apresentado um sistema de teste automatizado para caracterizacéo elétrica e
obtencdo de parametros estatisticos de diodos Schottky. Tais diodos sdo dispositivos
empregados ha muito tempo nos circuitos integrados eletrdnicos, mas geralmente séo utilizados
em circuitos de protecdo contra descargas eletrostaticas (ESD). Apesar disso, estes diodos
podem se tornar uma opcao para o0 projeto das atuais aplicacdes, onde 0s circuitos estdo
funcionando com tensdes de alimentagdo cada vez mais baixas, pelo fato dos diodos Schottky
possuirem uma tensdo de polarizacdo direta reduzida em relacéo ao diodo de juncdo PN. Neste
contexto este dispositivo pode ser um 6timo substituto em circuitos de referéncia que operam
sob tensdes ultra-baixas (ultra-low voltage). Porém, sendo o seu emprego usual em circuitos de
protecdo pouco exigentes, os dados sobre variabilidade comportamental devido ao processo de
fabricacdo disponibilizados pelas foundries sdo muito pobres, sendo assim necessaria a extracdo
de parametros estatisticos para seu modelamento. Como a caracterizagdo estatistica precisa de
um grande niamero de dispositivos para se obter uma incerteza aceitavel na estimativa da média
e do desvio padrdo da variabilidade destes dispositivos, foi decidido que seria fabricada uma
matriz contendo 100 dispositivos de cada geometria, resultando numa incerteza aproximada de
10%, com 4 geometrias (tamanhos) diferentes. Tais dispositivos serdo individualmente
caracterizados em 3 temperaturas diferentes (225K, 300K e 400K) e em uma faixa de tensbes
entre 0,1V a 0,4V. Como se deve imaginar, a caracterizacdo de 400 dispositivos sob 3
temperaturas e com a precisao necessaria para seu uso em um modelo de simulacédo tende a ser
demorada e repetitiva. Sendo assim, torna-se necessaria a implementacdo de um sistema de
medicdo automatizada. Este sistema de medicdo consiste de uma matriz de transistores que
atuam como chaves, para a selecdo individual de cada diodo a ser caracterizado, que s&o
controladas por um “registrador de deslocamento” (shift-register), que é carregado com uma
palavra digital de forma a acionar os bits que ligam/desligam as chaves que selecionam um
determinado diodo para ser conectado aos terminais do equipamento de caracterizacdo elétrica
(HP 4145 ou HP 4156). O shift-register é controlado por uma interface digital de um
computador, que roda um programa que também faz o controle do equipamento de
caracterizagdo elétrica e da cdmara térmica onde esté o circuito. Assim o computador controla
a selecdo do diodo a ser caracterizado, os valores de tensdo a que ele serd submetido e a sua
temperatura de operacdo, tornando assim o processo de caracterizacdo elétrica totalmente
automatico. Nesta parte do trabalho foi dado um maior foco ao desenvolvimento do shift-
register e de sua interface. As simula¢des de esquematico e layout foram feitas com a ferramenta
CAD Cadence Virtuoso® e tiveram resultados satisfatorios para as condi¢fes em que as
medicdes serdo feitas. O processo de fabricacdo a ser usado é o IBM 130nm, sendo que o
circuito sera enviado para prototipacao atraves do programa MOSIS em agosto de 2016 e sera
medido apos retornar em novembro de 2016.



